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【緒言】今まで、我々は矩形断面形状の Finチャネルを持つ Tri-Gate (TG)と Double-Gate (DG)構造

フラッシュメモリの研究・開発を行い、短チャネル効果耐性とメモリ特性の面において、TG構造

の方が DG構造より優れていることが分かった[1]。今回は、三角断面形状の三次元 Finチャネル

を持つTG構造MANOS型フラッシュメモリを作製し、その電気特性を評価したので報告する[2]。 

【実験及び結果】デバイス作製には、(100)SOI ウエハを用い、三角断面形状の三次元 Fin チャネ

ルは結晶異方性ウェトエッチングで作製した。また、TG 構造は Fin チャネル頂点部の SiO2ハー

ドマスクを RIEで除去して作製した。ブロック絶縁膜材料としては、ALD-Al2O3を用いた。Fig. 1

に、その作製したMANOSデバイスの SEM写真を示しており、22 nmのゲートが確認できる。ま

た、Fig. 2からは、微細な三角断面形状の三次元 Finチャネルとデバイス構造パラメータが確認で

きる。作製したMANOSデバイスの初期しきい値(Vt)と S係数のゲート長(Lg)依存性を評価した結

果、その短チャネル効果耐性は TEOS-SiO2ブロ

ック絶縁膜を用いたMONOSデバイスの場合に

比べ大きく向上していることが分かった。Fig. 3

に、異なるゲート長 Lg = 22 nmと 93 nmを持つ

MANOS セルトランジスタの書込・消去(P/E)後

の Id-Vg特性を示しており、Lg = 22 nmデバイス

の正常なメモリ特性が確認できる。また、

MANOS デバイスの P/E 速度とメモリウィンド

ーを評価した結果、MONOS デバイスの場合に

比べ大きく改善されていることも分かった。こ

れらの性能向上は、Al2O3ブロック絶縁膜の高誘

電率効果によるものであると考えられる。 
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